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摘要(译)

在石英衬底11的整个表面上形成a-Si膜12，并且在a-Si膜12上的用作显
示单元的区域中形成保护膜13.随后，在催化剂金属之后选择性地引入用
作a-Si膜12上的外围驱动电路的区域的整个表面，通过加热a-Si膜12以形
成CG硅膜14和p-Si膜，允许晶体生长。然后，通过吸气除去CG硅膜14
中的催化剂金属和p-Si膜15。 CG硅膜14中催化剂金属的浓度范围为
1×1013原子/ cm3或更高且低于1×1015原子/ cm3。用于显示单元15的p-
Si膜中的催化剂金属的浓度低于用于外围驱动电路的CG硅膜14b中的催
化剂金属的浓度。因此，可以实现具有高强度，高精度和均匀特性的驱
动器单片型液晶显示装置的半导体器件。
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